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PREAMBULE
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL VOCABULARY

CHAPTER 521: SEMICONDUCTOR DEVICES
' AND INTEGRATED CIRCUITS

FOREWORD

the latter.

This new chapter of the IEV is intended to feplace the p

conductors publlshed in 1956. It was also essential &
. Nini

The work was comme

07)(Secretariat)1, was circulate a 8 nmitiees for.comments in September 1971. Additions were made to this
draft taking accodnt of pIme the Work of Technical Committee No. 47, and it was only in August 1977 that a
first complete (Central Qffice)1090, was submitted for voting. Owing to numerous comments of a
fundamental natuxe’t ceepted without considerable amendment, and a further draft, Document I(IEV

521)(Central Office as submi the\N4tional Committees for approval under the Six Months’ Rule in April 1981.

The Natipnal Commitees &following countries voted explicitly in favour of publication:

Romania

South Africa (Republic of)
Spain

Sweden

Switzerland

Union of Soviet

Israel . Socialist Republics

Italy United Kingdom

Japan United States of America
Korea (Republic of) Yugoslavia
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MEXJIYHAPOJHAS JIEKTPOTEXHUYECKA S KOMUCCHUA
MEXIYHAPOIHBIN SJIEKTPOTEXHUUYECKUWUM CJIOBAPD

TJIABA 521: ITIOJYIIPOBOJAHUKOBBIE ITPUBOPBI U
UHTEI'PAJIBHBIE CXEMbI

MNPEAVCIOBHUE

TOYHO, MEXKIYHAPOIHYIO TOUKY 3peHUs B AaHHOR 06J1aCTH.

2) JlauHble pelleHUs] NpPEeCTABIAIOT COOOH PEeKOMEHJAalMK Ul MEXIyHapoX
NPUHUMAIOTCS HALIMOHANIBHBIMY KOMUTETAMH.

3)

yio B 1956 . B 5Ty HOByo Il1aBy HeobXoammo
f TeXHU4ECKOrO pasBUTHsL U, B IIEPBYIO OUepenb,

Baiy CTledyrolye CTpaHbl:

Coemunennbie llITaTl AMEpHKH
Coio3 CoBeTcKux

Conmanuctnyeckux Pecrybink
OpOJIBCTBO ®pannus

[iBeiinapust
1 I Berust
HUcnanusi IOrociaBus
Utanusa HOxnas Kopes
p
Kaunana IOxHo-A¢pukanckast Peciybiuka
PymbiHus Snouus
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CHAPITRE 521 : DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS ET CIRCUITS INTEGRES
CHAPTER 521 : SEMICONDUCTOR DEVICES AND INTEGRATED CIRCUITS
I'JIABA 521: TIOJYNPOBOJHMKOBBIE ITPUBOPbI 1 MHTEI'PAJIBHBIE CXEMBbI

SECTION 521-01 — NOTIONS DE PHYSIQUE ATOMIQUE
SECTION 521-01 — INTRODUCTION TO ATOMIC PHYSICS
PA3JIEJ 521-01 — BBEJAEHUE B ®M3MKY ATOMA

521-01-01
systéme non quantifié (de particules)

Systéme de particules dont on sup-
pose que les énergies sont suscepti-
bles de varier de maniére continue.
Le nombre des états microscopi-
ques, défini par les positions et les
vitesses des particules 4 un instant
donné, est alors non limité.

521-01-02

leurs discrétes.

521-01-03

statistique de Maxwell-Boltzmann

Ensemble de probabilités des états
macroscopiques d’un systéme non
quantifi¢ de particules déterminé
par les valeurs moyennes des coor-
données de position, des vitesses ou
de I'énergie, dans un volume trés
petit, mais non nul du systéme.

Full document details: IEC 60050-5211984

non-quantized system (of particles)

A system of particles whose ener-
gies are assumed to be capable of
varying in a continuous manng€
and in which the nymhbe i

limited.

d_system-(Of particles)

particles the energies of
ave discrete values only.

Maxwell-Boltzmann statistics

The probability distribution of the
macroscopic states of a non-quan-
tized system of particles, defined by
the average values of the position,
velocity or energy co-ordinates, in a
very small, but finite, volume of the
system.

KBAHTOBaAHHasl CUCTEMa (‘IaCTHH)

CucreMa acTul, OSHEPIrust KOTO-
PBIX HUMECT TOJIBKO IUCKPETHBIC
3HaAYCHUs.

craTucruka Makceseia-
Boabimana

COBOKyHHOCTb BEPOSITHOCTH Ma-
KPOCKOIMTNYECKUX COCTOSIHUH  CHUC-
T€Mbl HCKBAHTOBBIX YaCTHMIL, OIIpe-
OCIAEMbIX  KOOpAuWHaTaMu Cpel-
HMX 3HAYCHUH, MECTOPaCHnOJOXKE-
HUA, CKOPOCTH WIH DJ3HEPruu B
O4Y€Hb MalioM, HO KOHE€YHOM 00B-
€ME€ CHUCTEMBEL,

nicht quantisiertes System
(von Teilchen) ;
klassisches System

sistema no cuantificado (de
particulas)

sistema non quantico (di
particelle)

niet-gequantiseerd stelsel

uklad niekwantowany
(czastek)

okvantiserat system

quantisiertes System (von
Teilchen)

sistema cuantificado (de
particulas)

sistema quantico (di
particelle)

gequantiseerd stelsel

uklad kwantowany (czastek)

kvantiserat system

Maxwell-Boltzmann-Statistik
estadistica de
Maxwell-Boltzmann
statistica di
Maxwell-Boltzmann
Maxwell-Bolzmann statistiek
rozklad
Maxwella-Boltzmanna
Maxwell-Boltzmann-fordel-
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521-01-04
relation de Boltzmann

Relation exprimant que, & une
constante additive prés, I'entropie
d’un systéme de particules est égale
au produit du logarithme népérien
de la probabilité de son état ma-
croscopique par la constante de
Boltzmann.

521-01-05

loi de distribution des vitesses de
Maxwell-Boltzmann

Relation algébrique donnant le
nombre dN de particules d’un sys-
téme non quantifié dont les compo-
santes de vitesse sont comprises res-
pectivement dans les intervalles (u,
u + dw), (v, v + dv), (w, w + dw):

dN =

ou:

N désigne le nombre total de parti-
cules

m la masse d’une particule

T la température - thermo -
que

k la constante de Boltzmann

Note. — dN/N représente la proba

de vitessesompyises dan
les interalles oqnsidérs

521-01-06
atome de Bohr

Modéle de I'atome fondé sur les
conceptions de Bohr et de Sommer-
feld, d’aprés lesquelles les €lectrons
d’un atome décriraient autour du
noyau des orbites circulaires ou el-
liptiques discrétes.

Note. — A chacun des degrés de li-
berté de l'atome corres-
pond une série d’états
énergétiques qui détermi-
nent les séries spectrales
susceptibles d’étre émises
par Patome.

Full document details: IEC 60050-5211984

Boltzmann relation

The equation stating that, apart
from an additive constant, the en-
tropy of a system of particles is
equal to the product of the Napieri-
an (natural) logarithm of the proba-
bility of its macroscopic state and
the Boltzmann constant.

Maxwell-Boltzmann velocity-
distribution law

The algebraic equation giving the
number dN of particles of a non-
quantized system, the components
of velocity of which are comprised
in the intervals (u, ¥ + dw), (v, v +
dv), (w, w + dw) respectively:

_ 2 2
A-exp[ mu? 5+ wd)

where:

(3 components of velocity
within the intervals con-
sidered.

Bohr atom

The model of the atom based on the
conception of Bohr and Sommer-
feld, according to which the elec-
trons of an atom move around the
nucleus in discrete circular or ellip-
tical orbits.

Note. — To each of the degrees of
freedom of the atom there
corresponds a series of
energy states which deter-
mine the spectral series
that may be emitted by
the atom.

ypaBHeHue Boabuvana

VpaBHeHHe, KOTOpOE YyCTAaHaBIIH-
BAaeT, YTO C TOYHOCTHIO OO &IIU-
THUBHO# IOCTOSTHHOW 3HEPrusl CUc-
TeMbl 4aCTHiLl paBHA MpPOMU3BEJE-
HHUIO HATypajbHOro Jorapupma
BEPOSITHOCTH  MAaKPOCKOHMWYECKOTO
COCTOSIHUS Ha MOCTOSIHHYIO

BoJsibrivaHa.

N — nojHOe YHCIO 4acCTUILL

m — macca 4aCTulbl
T — TEPMOIUHAMUYECCKAA TEMIIE-

patypa
k — mnocrosunas bonbivana
Ipuvievarne. — dN/N BblpaxaeT
BEpOSITHOCTh,  YTO  4acTHLa

HMeeT CBOM KOMIIOHEHTBI CKO-
pOCTH BHYTIPH paccMaTpUBae-
MBIX HHTEPBAJIOB.

atom bopa

Mogeny aToMa, OCHOBaHHass Ha
koruenmuu bopa u  3ommep-
(enbna, COrNACHO KOTOPOH 3JIEK-
TPOHB! B 4TOME JBHXYTCS BOKDYT
siApa IO UCKPETHBIM KPYTOBBIM
WY SJUTAIITHYECKHM OpOuTaMm.

Tlpuvevarne. — Kaxno#t crenenu
cBOOOIBI 4TOMA COOTBETCTBYET
PSII 3HEPTETHYECKUX COCTOSAHMUM,
KOTOpbIE  ONpEHENsroT — CHeK-
TpajbHble CEpUM, HCIYyCKaeMble
aTOMOM.

50(521) © CEI 1984

Boltzmannsche Beziehung
relacion de Boltzmann
relazione di Boltzmann
Boltzmannvergelijking
zaleznos¢ Boltzmanna
Boltzmanns-ekvation

ell-Boltzmannsche
eSchwindigkeitsverteilung
ey de distribucion de las
velocidades de
Maxwell-Boltzmann
legge di distribuzione delle
velocita di
Maxwell-Boltzmann
snelheidsverdelingswet van
Maxwell-Boltzmann
prawo rozkladu predkosci
Maxwella-Boltzmanna
Maxwell-Boltzmanns
hastighetsfordelning

Bohrsches Atommodell
atomo de Bohr

atomo di Bohr
atoommodel van Bohr
atom Bohra

Bohrs atommodell
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521-01-07

nombre quantique (d’un électron
dans un atome donné)

Chacun des nombres caractérisant
les degrés de liberté d’un électron
dans un atome donneé:

— le nombre quantique principal n

— le nombre quantique
secondaire /

— le nombre quantique de spin s

— le nombre quantique interne j

521-01-08

nombre quantique principal
n (symbole)

Nombre quantique entier positif qui
caractérise les variations impor-
tantes du niveau d’énergie des élec-
trons dans un atome.

Note. — Selon le modéle de
I'atome de Bohr, le nom-
bre quantique . principal
peut étre considéré
comme caractérisant la
grandeur de 'orbite d’'un
électron.

521-01-09

nombre quantique secondaire
nombre quantique orbital
I (symbole)

bre quantique se
peut étre
comme caractérisant le
moment cinétique de
Pélectron dans son mou-
vement orbital.

521-01-10

(nombre quantique de) spin
s (symbole)

Nombre quantique qui caractérise
le moment -cinétique de I’électron
considéré comme une petite sphére
chargée en rotation autour de son
axe.

Note. — Le spin peut
deux valeurs:
—-1/2.

prendre
+1/2 et

Full document details: IEC 60050-5211984

quantum number (of an electron in
a given atom)

Each of the numbers characterizing
the degree of freedom of an elec-
tron in a given atom:

— the principal quantum number r
— the orbital quantum number /

-— the spin quantum number §
— the total angular momentum
quantum number j

principal quantum number
first quantum number
n (symbol)

The positive integer number charac-
terizing the important changes of
energy level of the electrons in an
atorm.

considered
ing the size g
orbit.

— According . to the Bohr
atom model, the orbital
quantum number may be
considered as characteriz-
ing the angular momen-
tum of the electron in its
orbital motion round the
nucleus.

- spin (quantum number)

s (symbol)

A quantum number which gives the
angular momentum of the electron
considered as a small charged
sphere revolving rotating around its
axis.

Note. — The spin may have two
values: +1/2 or —1/2.

KBaHTOBOE “HCJIO
(3meKTpOHA IAHHOTO aToMa)

Kaxnoe umucno, xapakTepu3ayroliee
cTrereHu CBOGOIBI 3JIEKTPOHA AaH-
HOTO aToma:

— TJIAaBHOC€ KBAHTOBOC YUCIIO N
— BTOPOE€ KBAHTOBOE YHUCJIO )

— CHHMHOBOE KBAHTOBOE YMCJIO §
— KBAaHTOBOE YHCJIO HOJHOTO yTI-
JIOBOFO MOMEHTa j

rJ1aBHO€ KBAHTOBOE MHUCAO
nepBoe KBAHTOBOE 'INCI0

WIEKTPOHHOH OpOUTHI.

BTOpPOE KBAHTOBOE YHC/IO
I (cumBOm)

KsanToBoe  uucio, KOTOpoOe
MOXET MPUHAMATL JIIOOBIE Le-
nbie 3nadenus, or 0 go n—1,
npuieM n o0003Ha4aeT TIaBHOE
KBaHTOBOE YMCHO.

Ipumedanne. — COTIacHO MO-
nend atoma bopa MOXHO ¢u-
TaTh, YTO BTOpPOE KBAHTOBOE
YHCJIO XapaKTepu3yeT YIrIoBoi
MOMEHT 3JIEKTPOHA IpHU €ro
OpOUTANILHOM JBIKEHUH.

CNHHOBOE KBAHTOBOE YMCIIO
s (cuMBO)

KBantoBoe 4HCIO, XapaKkTepH-
3yIOllie YIJIOBOM MOMEHT 3JiekK-
TPOHA, KOTOPBIA PacCMaTpHBAETCS
B KayecTBe HEOOJBIION 3apsKeH-
HOH cbeprl, Bpalarolleicss Bo-
KpyTr CBOEH OCH.

Hpuvieyarne. — CnyHOBOE YHCIIO
MOXET UMETh /(B 3HAYEHUS:
+ % umm — Y.

Quantenzahl (eines

Elektrons in einem
gegebenen Atom)

numero cuantico (de un

electron de un atomo
dado)

numero quantico (di un

elettrone di un
determinato atomo)

quantumgetal
liczba kwantowa (elektronu

W atomie)

kvanttal

t<(Erst-) Quantenzahl
o’cuantico principal
imbolo)

i¥mero quantico-principale
(primo) n (simbolo)

hoofdquantumgetal
liczba kwantowa glowna ;

liczba kwantowa pierwsza ;
n (symbol)

huvudkvanttal

Umlauf-(Zweit-)

Quantenzahl /

nimero cuantico secundario

I (simbolo)

numero quantico

(secondario) orbitale
I (simbolo)

nevenquantumgetal ;

azimutaal quantumgetal

liczba kwantowa orbitalna ;

liczba kwantowa druga ;
I (symbol)

bikvanttal

Spin-Quantenzahl s
espin s (simbolo)
numero quantico di rotazione

s (simbolo)

spin
liczba spinowa ;

s (symbol)

spinnkvanttal
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521-01-11

nombre quantique interne
J (symbole)

Nombre quantique qui caractérise
la résultante des champs magnéti-
ques engendrés par I’électron, d’une
part dans son mouvement orbital et
d’autre part dans son mouvement
de rotation.

Note. — Les valeurs de ce nombre
j forment umne suite de
nombres semi-entiers et
entiers.

521-01-12
niveau d’energie

Energie correspondant a un état
quantifi¢ d’un systéme physique.

521-01-13

diagramme énergétique

Diagramme représentant
veaux d’énergie des~particules d’u
systéme quantifié
horizontales, ayant pqur ordgonng
I’énergie de ces particule

€S

521-01-14

principe d’exclusion de Pauli-Fermi

Principe suivant lequel chaque ni-
veau d’énergie d’un systéme quanti-
fié ne peut contenir que zéro, une
ou deux particules.

Note. — Dans le cas de deux élec-
trons, les spins sont de
signes contraires.

Full document details: IEC 60050-5211984

total angular momentum quantum
number
J (symbol)

The quantum number which gives
the resultant of the magnetic field
engendered by the electron due to
its orbital movement and due to its
revolving on its own axis.

Note. — The values of this number
j form a set of integral
and semi-integral values.

energy level (of a particle)

The energy associated with a quan-
tum state of a physical system.

representing the energy
e particles of a quantized
system by horizontal lines, having
for/ ordinates the energy of these
particles.

Pauli-Fermi exclusion principle
Pauli principle

The principle stating that each ener-
gy level of a quantized system can
include only none, one or two par-
ticles.

Note. — In the case of two elec-
trons, the spins are of op-
posite sign.

KBaAHTOBO€ YHUC/I0 NMOJHOro
yraoBoro MOMeEHTa

J (cumBomn)
KBaHTOBOE 4HCIIO, XapaKkTepu-
3yroLuee PaBHOAEHCTBYIOIIYIO

CHIJTy MAarHuTHOTO MOJisl, BO30YX-
JAEMOTO JJIEKTPOHOM NPH €ro op-
OUTanbLHOM [BMXKCHHM W Bpallle-
HHY BOKPYT CcBoeit ocu.

Ilpuvmevanwe. — 3HaveHUs OT

yucia j 0Opa3yroT psax LeJbIX U
MOJIYLENbIX 3HaYeHHH.

RMArpaMMa J>HeprerHYecKux
ypoBHeii

HuarpamMmMa, Ha KOTOPOW 3Hepre-
THYECKHAE YPOBHHU YacCTHLl KBaHTO-
BOH CHCTEMBI IIPENCTaBJIEHbI TIO-
PU3OHTAJNILHBIMH NIPSIMBIMH, Op-
AWHATaMH KOTOPBbIX SIBJIAIOTCS
JHEPTHH 3THX YaCTHI.

npuHun 3anpera [layan-®epvin
npunnun Ilayam

IlpuHIUI, B COOTBETCTBUU C KO-
TOPBIM KaXIbIH JHEPreTHYecKuil
YPOBEHb  KBAaHTOBOH  CHCTEMbI
MOXeET OBITH JIHMOO CBOOOIHBIM,
b0 conepkath OOHY HJIM JBE
JaCTHIIBL.

Hprnvevarwe. — B mocnennem
cllyyae CIIMHBI HMEHT NPOTUBO-
NOJIOKHBIE 3HAKH.
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Gesamt-Drehimpulszahl j

niimero cuantico interno
J (simbolo)

numero quantico del
momento angolare totale
J (simbolo)

totaal/inwendig quantumgetal

liczba kwantowa momentu
katowego calkowitego ;
j(symbol)

kvanttal for totalt
rirelsemiingdsmoment

Energieniveau (eines
Teilchens)

nivel de energia (de una
particula)

nivel energeético (d¢ una
particula)

livello di energia (di una
particella)

energieniveau

poziom energetyczny (czastki)

energiniva

Energieniveau-Diagramm
diagrama energético
diagramma energetico
energieniveauschema
wykres poziomow
energetycznych (czastek)
energinivadiagram

Pauli-Fermi-Ausschlussprin-
zip ; Pauli-Prinzip

principio de exclusion de
Pauli-Fermi

principio di esciusione di
Pauli-Fermi ; principio di
Pauli

Pauliverbod

zasada Pauliego-Fermiego ;
zakaz Pauliego

Pauli-Fermis princip

Documents
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statistique de Fermi-Dirac
statistique de Fermi

Ensemble de probabilités des états
macroscopiques d’un systéme quan-
tifié de particules, satisfaisant au
principe d’exclusion de Pauli-Fer-
mi.

521-01-16
fonction de Fermi-Dirac

Fonction qui exprime la probabilité
P (E) pour qu'une particule satisfai-
sant a la statistique de Fermi occupe
un niveau d’énergie autorisé E.

1

PE= E—F
1 +exp (%—F—)

k est la constante de Boltzmann

T  est la température thermody-
namique

Ep estle niveau de Fermi

et ol ce niveau est quantifié et peut
contenir 0, 1 ou 2 électrons.

521-01-17

niveau de Fermi

inoccupés a la température de
kelvin.

Note. — Quand une bande inter-
dite sépare les états occu-
pés des états inoccupes, le
niveau de Fermi est as-
signé au milieu de la
bande interdite.

521-01-18
électron célibataire

Electron qui se trouve seul sur un
niveau d’énergie.

Full document details: IEC 60050-5211984

Fermi-Dirac statistics
Fermi statistics

The set of probabilities of the ma-
croscopic states of a quantized sys-
tem of particles, with only discrete
energy levels, obeying the Pauli-
Fermi exclusion principle.

Fermi-Dirac function

A function expressing the probabili-
ty P(E), for a particle obeying Fer-
mi statistics, that it will occupy a
permitted energy level (E).

P(E)=
1 +exp

In a) solid, the energy level sep-
arating the occupied states from
the unoccupied states at a tempera-
ture of zero kelvin.

Note. — When a forbidden band
separates the occupied
and unoccupied states,
the Fermi-level 1is as-
signed to the centre of the
forbidden band.

lone electron

An electron which is alone on an
energy level.

cratucruka ®epvn-npaka
craricTka ®epvin

COBOKYIIHOCTH BEpPOSITHOCTEH Ma-
KPOCKOIHYECKUX COCTOSHUI KBaH-
TOBOH CHCTEMBI YaCTHI, HMEIO-

[IMX TOJIGKO JUCKPETHBIE SHEpPre-
THYECKHE YPOBHHU, B COOTBETCTBUH
¢ TPUHLUIOM
Pepyn.

zanpera Ilaynu-

osiHHas bonbliMaHa
TEPMOAMHAMMYECKAS TeM-
epatypa

ypoBeHs ®epmu

PUYEM ITOT ypOBEHbL KBAHTOBAH
U MoxeT comepxatb 0, 1 miu
2 3MEKTPOHA.

ypoBens Pepvn

B TBepmoM Tese 3HEPreTHYECKMH
YpOBEHb, OTACJISAIOIIMA 3aHSTHIC
COCTOSIHHUSA OT  HE3aHSATBIX TIpHU
TeMnepaType abCONIOTHOrO HyJst.

Ipurvieyanne. — Ecnu 3anpeineH-
Hasg 30Ha OTHENseT 3aHsATbIC
COCTOSIHUSL OT HE3aHSITBIX, YpO-
BeHb MepMH NPUXOIUTCS HA Ce-
peNMHY 3ampeLieHHON 30HbL

OMHOYHBI SJEKTPOH

DNeKTPOH,  CGOVHCTBEHHBIH  HA
SHEPTETUUCCKOM YDOBHE.

Fermi-Dirac-Statistik ;
Fermi-Statistik

estadistica de Fermi-Dirac ;
estadistica de Fermi

statistica di Fermi-Dirac;
statistica di Fermi

Fermistatistiek

rozklad Fermiego-Diraca

fermistatistik

Dirac-Funktion
yde Fermi-Dirac
unzione di Fermi-Dirac
érmi-Diracfunctie
funkcja Fermiego-Diraca
Fermi-Dirac-funktion

Fermi-Niveau
nivel de Fermi
livello di Fermi
Ferminiveau
poziom Fermiego
ferminiva

Einzelelektron
electron suelto
elettrone solitario
enkel elektron
elektron samotny

«Souwments

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60050-521-1984
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60050-521-1984

521-01-19

loi de distribution des vitesses de
Fermi-Dirac-Sommerfeld

Relation algébrique donnant le
nombre de particules d’un systéme
quantifié en équilibre, dont les com-
posantes de vitesses sont comprises
dans des intervalles (u, u + du), (v,
v+ dv), (w, w + dw):

m3 du-dv-dw
dN = 2N 113 1 E— E.Vl
+ exp( T )
ou:
N  désigne le nombre total de
particules
m  la masse d’'une particule
T la température thermodyna-
mique
k  la constante de Boltzmann
h la constante de Planck
E  Ténergie cinétique d’une par-

ticule,
m
E=7 W2 +v2+w?)
Ey; lafonction de travail interne

dN/N représente  la  probabilité
pour qu’une particule ait ses
composantes de vitesse com-
prises dans les intervalles
considéreés.

521-01-20

9,

Phénomeéne électrique produyi
I’absorption de photons.

effet photoélectrique

521-01-21
effet photovoltaique

Effet photoélectrique dans lequel
I’absorption de photons produit une
force électromotrice.

521-01-22
effet photoconductif

Effet photoélectrique caractérisé
par une variation de conductivité
électrique.

Full document details: IEC 60050-5211984

Fermi-Dirac-Sommerfeld velocity
distribution law

The algebraic equation giving the
number dN of particles of a quan-
tized system in equilibrium, the ve-
locity components of which are in-
cluded in the intervals (u, u + du),
(v, v + dv), (w, w + dw) respective-

ly:

m3 du-dv-dw
dN = 2N W o E— Ey
exp T
where:

N is the total number of particles

is the mass of the particle

is the thermodynamic temper-
ature

is the Boltzmann constant

is the Planck constant

is the kinetic energy of a parti-
cle,

1 3

by > o

E=%("2+v2+w2)

Ey; is the inner work
dN/N represents
that a particle ha
nents within
considered.

photovoltaic effect

A photoelectric effect in which an
e.m.f. is produced by the absorption
of photons.

photoconductive effect

A photoelectric effect characterized
by the variation of electric conduc-
tivity.

3aKOH pacnpejesieHUsi CKOpoOCTei
depvin-/Inpaka-3ovvepdennna

Asrebpanyeckoe ypaBHEHHE, BbI-
paxatowiee uucno qactun dN
KBAaHTOBOW CHCTEMbl B paBHOBE-

CHM, . KOMIIOHEHTBI CKOpOCTe# KO-
TOPBIX 3aKJIFO4YeHBl B HHTepBajax
(v, u+dw), v v+dv), W
w+ dw), COOTBETCTBEHHO:

' 3 .dv-
dN=2N-m—- du-dv-dw
m

E—-E
1 +exp(—l—(—T—*\i)

rae:
N — ofiuee 4MCIO YAQTH

~ 3

try SR

BEPOATHOCTE
KOMIIOHECHTHI
YaCTHLBl JIEXKAT B onpene-
JICHHBIX HWHTEpBaJiax.

tdororaekTputecknii dppext

3.]'ICKTpI/I‘I€CKO€ SIBJICHNE, TTPOU3BO-
JHUMO€ TOTJIOLICHUEM (bOTOHOB.

toToransBanuecknii 3pexr

dorosnekTpuieckuit 3¢ dekT, npH
KOTOpOM NOrJiolleHHe (OTOHOB
BBI3bIBAET K TPOABUKYLLYIO
CHILY.

doTonpoBoAMMOCTH

DrexTpuveckas NPOBOAXMOCTD,
obycnopneHuas -QOTO3JEKTpHYec-
KuM 3ddexToMm.
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Fermi-Dirac-Sommerfeldsche
Geschwindigkeitsverteilung

ley de distribucion de las
velocidades de
Fermi-Dirac-Sommerfeld

legge di distribuzione delle
velocita di
Fermi-Dirac-Sommerfeld

verdelingswet volgens
Fermi-Dirac-Sommerfeld

prawo rozkladu predkosci
Fermiego-Diraca-Sommer-
felda

fermiférdelning

photoelektrischer Effekt ;
Photoeffekt

efecto fotoeléctrico

effetto fotoelettrico

foto-elektrisch effect

zjawisko fotoelektryczne

fotoelektrisk effekt

Sperrschicht-photoeffekt
efecto fotovoltaico

effetto fotovoltaico
fotospanningseffect
zjawisko fotowoltaiczne
fotoelektromotorisk effekt

Photoleitungseffekt
efecto fotoconductivo
effetto fotoconduttivo
fotogeleidingseffect
zjawisko fotokonduktywne
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effet photoélectromagnétique

Dans un semiconducteur soumis a
un champ magnétique et a un
rayonnement  électromagnétique,
apparition d'un champ électrique
perpendiculaire au champ magnéti-
que et au flux des porteurs de
charge engendrés par effet photoé-
lectrique et diffusant dans le semi-
conducteur.

521-02-01
semiconducteur

Substance dont la conductivité to-
tale due aux porteurs de charge des
deux signes est normalement cqom-
prise entre celle des métaux ¢ e
des isolants, et dont la densité de
porteurs de charge peut étre modj
fiée par des excitations extérieupe

521-02-02
semiconducteur élémentaire

Semiconducteur constitué a I'état
pur d’un seul élément.

521-02-03
semiconducteur composé

Semiconducteur constitué a l'état
pur de plusieurs éléments dans des
proportions proches de leur compo-
sition steechiomeétrique.

Full document details: IEC 60050-5211984

photoelectromagnetic effect

In a semiconducteur subjected to a
magnetic field and electromagnetic
radiation, the development of an
electric field perpendicular to the
magnetic field and to the flow of
charge carriers generated by the
photoelectric effect and diffusing in
the semiconductor.

e term “semiconduc-
tor” generally applies
where the charge carriers
are electrons or holes.

single-element semiconductor

A semiconductor which in the pure
state consists of a single element.

compound semiconductor

A semiconductor which in the pure
state consists of several elements in
proportions close to the stochiomet-
ric composition.

(hOTOMArHUTOIIEKTPHIECKHI

apdext

BO3HUKHOBEHHE B IOJYIIPOBOA-
HHUKE 10 OeHCTBHEM MArHMTHOIO
1oNsl ¥ 3J€KTPOMArHUTHOrO H3JIy-
4eHHWs HANPSDKCHHOCTH  3JICKTPH-
4eCKOro MO, NEPIEeHANKYISIPHOR
MarHUTHOMY TIONIO U [OTOKY
nubyHIUpyOIUX B HOJYNpO-

BOIHHKE HOCHTENel 3apsiioB, II0-
POXAaeMbIX
adexToMm.

(HOTOITEKTPHIECKUM

DJIYNIPOBOTHHK

BelteCTBO,  HNEKTPOIMPOBOIHOCTD
KOTOpOro, oOyCIOBJIEHHAsT HOCHTe-
JgMH 3apsna  obOMX  3HAKOB,
OBBLIYHO HAXOMUTCS B JAMANA30HE
MEXIY 3JIEKTPOTNPOBOIHOCTBIO Me-
TaqIoB ¥ W30JATOPOB, 4 KOHLEH-
Tpauus HocuTeseH zapsna MOXeT
W3MEHATECST MO  BO3JAEHCTBHEM
BHEHIHUX (HaKTOPOB.

THpunvevanne. — TepMUH «IIOJTY-
NPOBONHKUK» YINOTpebdeTcs, B
OCHOBHOM, B TOM CIlIy4ae, Koraa
HOCUTENSIMUA  3apsiia  SIBJISIFOTCS
3JIEKTPOHB! UNH JbIPKH.

npocTol MOJIYNpOBOXHIK

TMoaynpoBOJHUK, KOTOPBIA B 4HC-
TOM BHUIE COCTOMT M3 OJHOIO 3Jle-
MEHTA.

CJIOKHBII MOTYNPOBOAHHK

TTonynpoBONHUK, B YUCTOM BHIE
COCTOSILIMH 13 HECKOJILKUX 2JIEMEH-
TOB, IIPOTIOPUHUS KOTOPBIX OJIM3KA K
HX CTEXMOMETPHHYECKOMY COCTaBY. |

photoelektromagnetischer
Effekt

efecto fotoelectromagnético

effetto fotoelettromagnetico

foto-elektromagnetisch effect

zjawisko fotomagneto-
elektryczne

fotoelektromagnetisk effekt

Halbleiter
semiconductor
semiconduttore
halfgeleider
polprzewodnik
halvledare

Einzelelement-Halbleiter
semiconductor elemental
semiconduttore elementare
elementaire halfgeleider
potprzewodnik pierwiastkowy
ettelementshalvledare

Verbindungshalbleiter
semiconductor compuesto
semiconduttore composto
samengestelde halfgeleider
potprzewodnik zlozony
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521-02-04
impureté

1. Atomes étrangers dans un semi-
conducteur élémentaire.

2. Atomes étrangers ou atomes en
excédent ou déficit par rapport a
la composition steechiométrique
d’un semiconducteur composé.

521-02-05
energie d’activation des impuretés

Ecart entre un niveau d’énergie in-
termédiaire d a une impureté et la
bande énergétique voisine.

521-02-06
semiconducteur ionique

Semiconducteur dans lequel la
conductivité électrique due au mou-

vement des ions est prédomjuftante
par rapport a celle due au & &
ment des électrons et des trous

521-02-07

semiconducteur intrinséque
semiconducteur type I

Semiconducteur pratiquement pur
dans lequel, a I’équilibre thermody-
namique, les nombres volumiques
des porteurs de charge de chaque
signe sont pratiquement égaux.

521-02-08
semiconducteur extrinséque

Semiconducteur contenant des im-
puretés ou d’autres imperfections et
dans lequel les nombres volumiques
de porteurs de charge de chaque
signe sont différents.

Full document details: IEC 60050-5211984

impurity

1. Foreign atoms in a single-ele-
ment semiconductor.

2. Foreign atoms or either an excess
or a deficiency of atoms with re-
spect to the stoichiometric com-
position of a compound semi-
conductor.

impurity activation energy

The gap between an intermediate
energy level due to an impurity and
the adjacent energy band.

intrinsic semiconductor
I-type semiconductor

An effectively pure semiconductor
in which, under conditions of ther-
mal equilibrium, the charge carrier
densities of each sign are practically
equal.

extrinsic semiconductor

A semiconductor having impurities
or other imperfections and in which
the charge carrier densities of each
sign are different.

npuMech

1. JTocTopoHHME aTOMBI B YHCTOM
HIPOBOAHUKE.

2. IlocTOopoHHHE aTOMBI MJH HX
H30BITOK MM HEIOCTATOK OTHO-
CHTEJIBHO CTEXMOMETPUUECKOrO
COCTaBa CIOXKHOIO MOJIyIIPOBOL-
HHKA.

AOHHBI NOJIYIPOBOTHUK

ITonynpoBoaHUK, B KOTOPOM 3JieK-
TPOIPOBOIHOCTh, OBYCIOBJIEHHAS
fepeMellieHHeM HOHOB, Ipeodiia-
aeT Hal SJEKTPONPOBOIHOCTBHIO,
0OYCIIOBIICHHOH ~ IepeMelLeHIeEM
JNEKTPOHOB U JILIPOK.

coOCTBeHHBI MOJYNPOBOAHUK
noJynpoBoaHnk I-runa

[TomynpoeonHuK, He coiepxaliuii
OpUMeceif, B KOTOpOM B YCIIOBHAX
TEIIOBOTO PABHOBECUS] KOHIIEHTPa-
HUMA HOCHTEJIeH 3apsifa Kaxmoro
3HAKa NPaKTHYeCKH PaBHbL

TIPMMECHRIH NOJYNPOBOAHUK

[MomynpoBogHUK, comepKaiui
HpUMECH WM [JpYITue HECOBEP-
LIEHCTBA, B KOTOPOM KOHHEHTpa-
LHH HOCHTeNne#l 3apsmoB Ka)aoro
3HaKa pas3IuYHBL.
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Storstelle

impurezas

impurita

verontreiniging

domieszka ; zanieczyszczenie
stérimne

Orstellenaktivierungsener-

gie

energia de activacion de

impurezas

energia d’attivazione delle
impurita

activeringsenergie van de
verontreiniging

energia aktywacji domieszek

aktiveringsenergi for
stératom

Ionenhalbleiter
semiconductor ionico
semiconduttore ionico
ionenhalfgeleider
polprzewodnik jonowy
jonhalvledare

Eigenhalbleiter ; I-Halbleiter

semiconductor intrinseco ;
semiconductor tipo I

semiconduttore intrinseco
tipo 1

intrinsieke halfgeleider ;
halfgeleider van het I-type

polprzewodnik samoistny

egen(halv)ledare ; I-ledare

Storstellenhalbleiter
semiconductor extrinseco
semiconduttore estrinseco
extrinsieke halfgeleider
polprzewodnik niesamoistny

DEelivients
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semiconducteur type N
semiconducteur par excés
(terme désuet)

Semiconducteur extrinseque dans
lequel le nombre volumique des
électrons de conduction est supé-
rieur au nombre volumique des
trous mobiles.

521-02-10

semiconducteur-type P
semiconducteur par défaut
(terme désuet)

Semiconducteur extrinseque dans
lequel le nombre volumique des
trous mobiles est supérieur a celui
des électrons de conduction.

521-02-11

semicenducteur compensé

Semiconducteur dans lequel les”e
fets des impuretés d’un type domné
sur le nombre volumique deg po
teurs de charge sont partigllemhent
ou totalement annulés par le &

des impuretés de type opposé.

521-02-12
semiconducteur non dégénéré

Semiconducteur dans lequel le ni-
veau de Fermi est situ¢ dans la
bande interdite, loin de ses limites, a
une distance au moins égale a deux
fois le produit de la constante de
Boltzmann par la température ther-
modynamique.

Note. — Les porteurs de charge
d’un semiconducteur
non dégénéré sont régis
par la statistique de
Maxwell-Boltzmann.

Full document details: IEC 60050-5211984
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N-type semiconductor
electron semiconductor

An extrinsic semiconductor in
which the conduction electron den-
sity exceeds the mobile hole density
under conditions of thermal equilib-
rium.

P-type semiconductor
hole semiconductor

An extrinsic semiconductor in

which the mobile hole density ex-
ceeds the conduction electron den-
sity under conditions of thermal
equilibrium.

non-degenerate semiconductor

A semiconductor in which the Fer-
mi level is situated in the energy gap
away from the boundaries at a dis-
tance at least twice as great as the
product of Boltzmann’s constant
and the thermodynamic tempera-

ture. ]

Note. — The charge carriers in a
non-degenerate semicon-
ductor are governed by
Maxwell-Boltzmann sta-
tistics.

noJynpoBoaHuK N-Tuna
3JIEKTPOHHEIH MOTyNPOBOAHUK

TTpumecHBI TOJIyIIPOBO/IHUK, B KO-
TOPOM KOHIIEHTpALMs 3JIEKTPOHOB
[IPOBOJUMOCTY INPEBBIINAET KOH-
LEHTPALMIO MOJBUXKHBIX IbIPOK B
YCIIOBUSIX TEIIOBOIO PAaBHOBECHSL.

CKOMIEHCHPOBAHHDII1
NOJIyNIPOBOIHUK

TlonynpoBOIHUK, B KOTOPOM BIIUS-
HUE OpUMeceil AaHHOTO THIA HA
KOHUEHTPAIIMIO HOCUTENS 3apsaaa
9aCTUYHO WM HOJHOCTBIO YCTpa-
HSIET BJIHsiHHE NpuMeceil Apyroro
TUDA.

HEBbIPOKAEHHbII N0JIyNPOBOAHMK

TlonynpoBOLHUK, B KOTOPOM YpO-
penb depMil pacloNoXeH B JHEpPre-
THYECKOH 30HE Ha PAcCTOSTHUU OT
€e TpaHUL, KOTOpOe IO MeHbLUEH
MEpE IBAXIbI TPEBbILAeT IIPO-
W3BeneHUE NOCTOSIHHON bonblivaga
HA TEPMOIMHAMHYECKYIO TeMIepa-

Typy-

Ipuveganne. — Hocutenu 3aps-
JIOB B TaKOM IMOJYNpPOBOJHUKE
NOAYUHSIIOTCS CTaTHCTHKE Makc-
Besia-bonbivana.

N-Halbleiter ;

Elektronenhalbleiter
semiconductor tipo N
semiconduttore tipo N
halfgeleider van het N-type
polprzewodnik typu N
N-ledare

Lécherhalbleiter
emiconductor tipo P
semiconduttore tipo P
halfgeleider van het P-type
potprzewodnik typu P
P-ledare

Kompensationshalbleiter
semiconductor compensado
semiconduttore compensato
gecompenseerde halfgeleider
potprzewodnik
skompensowany
kompenserad halvledare

nichtentarteter Halbleiter

simiconductor no degenerado

semiconduttore non
degenerato

niet-ontaarde halfgeleider

polprzewodnik
niezdegenerowany
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521-02-13
semiconducteur dégénérée

Semiconducteur dans lequel le ni-
veau de Fermi est situé dans la
bande de conduction ou dans la
bande de valence, ou a une distance
de ces deux bandes inférieure a
deux fois le produit de la constante
de Boltzmann par la température

absolue.

Note. — Les porteurs de charge
d’un semiconducteur dé-
généré sont régis par les
lois statistiques de Fer-
mi-Dirac.

521-02-14

¢électrons de conduction

Electrons dans la bande de conduc-
tion d’un semiconducteur, qui peu-
vent se déplacer sous I'action d’un
champ électrique.

521-02-15
courant de conduction

Transport de porteurs de
bres dans un corps, provogué par
un champ électrique.

521-02-16
conducteur

Substance dans laquelle des por-
teurs de charge libres peuvent se dé-
placer sous l’action d'un champ
¢lectrique.

Full document details: IEC 60050-5211984
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degenerate semiconductor

A semiconductor in which the Fer-
mi level is situated in the conduc-
tion band, or in the valence band or
is closer than twice the product of
Boltzmann’s constant and the ther-
modynamic temperature to either
band.

Note. — The charge carriers of a
degenerate semiconduc-
tor are governed by Fer-
mi-Dirac statistics.

conduction electrops

The electrons
band of a semicondu
free to flow under
electric field.

conduction current

e directed movement of free
charge carriers in a medium under
the influence of an electric field.

conductor

A substance having free charge car-
riers which can be moved by an
electric field.

BhIPOYKACHHbIH MOJIYNPOBOAHHK

ITonynpoBOZHMK, B KOTOPOM YpO-
BeHb DepMH PaACHOJIOKEH B 30HE
NPOBOAMMOCTH WJIM B BaJICHTHOH
30He, WM OJmxke X 1000l U3 3THUX
30H, 4€M [OBOWHOE IpOM3BENEHHE
noctosiHHON bosiblivaHa Ha TepMo-
IMHAMUYECKYIO TeMIepaTypy.

Hpuveverne. — Hocurenn 3aps-
IOB B TakoM IOJIyIPOBOZHUKE
MOAYUHSIOTCSH
®depmu-/lupaxa.

CTATUCTHKE

OCTH TONYHNPOBOIHUKA,
OphIie MOTYT NEPEMEIATHECA IO
BUCM 3JICKTPHUYCCKOTO I10JIs.

TOR NPOBOAUMOCTH

HanpasneHHoe IepeMelleHue CBO-
GOMHBIX HOCUTENEH 3apsifoB B TEIE,
BLI3BAHHOE BJIMSIHHEM BHEILIHETO
3JTEKTPHIECKOTO MO,

NPOBOAHHK

BeitiecTBO, B KOTOpOM CBOOOTHBIE
HOCHTENIA 3apAOoB MOIYT MIEpEMeE-
WaTeCsl [oA ACHCTBUEM JJICKTPU-
YECKOro noJis.
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entarteter Halbleiter
semiconductor degenerado
semiconduttore degenerato
ontaarde halfgeleider
polprzewodnik
zdegenerowany

Leitungselektronen
electrones de conduccion
elettroni di conduzione
geleidingselektronen
elektrony przewodzenia
ledningselektron

Leitungsstrom
corriente de conduccion
corrente di conduzione
geleidingsstroom

prad przewodzenia
ledningsstrom

Leiter
conductor
conduttore
geleider
rzewodnik
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521-02-17
trou

Lacune apparaissant dans un bande
d’énergie normalement pleine, et se
comportant comme un porteur
d’une charge positive élémentaire.

Note. — Un trou est fréquemment
produit par le passage
d’un électron de la
bande de valence a la
bande de conduction, ce
qui donne naissance a
une paire €électron-trou.

521-02-18
conduction par trous

Conduction dans un semiconduc-
teur due au déplacement de trous
du réseau cristallin sous I’action
d’un champ électrique.

521-02-19
conduction par électrons

Conduction dans un semiconduc-
teur due au déplacement d’électrons
du réseau cristallin sous I’g
d’un champ électrique.

521-02-20

conduction intrinséque

Conduction dans un semiconduc-
teur, due au déplacement de trous et
d’électrons de conduction, ceux-ci
provenant de la production de
paires de porteurs de charge.

521-02-21
conduction ionique

Conduction dans un semiconduc-
teur, due au déplacement continu
d’ions provoqué par un apport per-
manent d’énergie extérieure.

Full document details: IEC 60050-5211984
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hole

A vacancy appearing in a normally
filled energy band, behaving like a
positive charge carrier.

Note. — A hole is frequently pro-
duced by the elevation of
an electron from the val-
ence band to the conduc-
tion band; this produces
what is called an elec-
tron-hole pair.

hole conduction

A conduction in a semiconductor,
in which holes in a crystal lattice are
propagated through the lattice un-
der the influence of an electric field.

eleciron conduction

mtrfinsic conduction

A conduction in a semiconductor
caused by the movement of holes
and conduction electrons formed
due to the thermal generation of
pairs of charge carriers.

ionic conduction

A conduction caused by the direct-
ed movement of charges due to the
displacement of ions, the movement
being maintained by a continuous
contribution of external energy.

JbipKa

Bakancus, MOSIBJISFOLIASACS B
OOBLIMHO  CILIOLIHOM  3HEpreTHye-
CKOM 30HE W XapaKTePH3YHOILAsCH
KaKk HOCHTEJ]b HMOJOXUTEJIBHOIO
3apsina.

Ipumedanne. — [lpIpka  4acro

BO3HMKAEeT MPH TEpexoie 3JeK-
TpoHa M3 BAJICHTHOM 30HBI B
30HY TIPOBOAMMOCTH, 4YTO MPUBO-
IUT K BO3HUKHOBEHHMIO Iapbl
3JIeKTPOH-ABIPKA.

FIEKTPOHHAS NMPOBOAUMOCTh

IMpoBoguMOCTs B MOJYTPOBOA-
HHUKE, TpPHA KOTOPOH 3JIEKTPOHBI
HIPOBOJUMOCTH B KPHCTAILTNYECKOM
peuleTke  IepeMeIaroTCa MO
NEWCTBHEM JIEKTPUUECKOTO OIS,

co0cTBenHas (BHYTPEHHSI)
NPOBOMMOCTb

IpoBoOUMOCTE B TIOJIYIPOBOI-
HHUKE, OOYyCJIOBIIEHHas HepeMele-
HHUEM IBIPOK M 3JIEKTPOHOB NMPOBO-
IUMOCTH, OOpa30BaHHBIX BCIEACT-
BHE TEHEpalud Map HOCHTENEeH
3apsioB.

HOHHas NPOBOAUMOCTD

IpoBoauMoCTb,  OOYCIOBJIEHHAS
HANPAaBJICHHBIM [epeMeLeHneM
3apsA0B BCIIEACTBHE CMEIIERUs HO-
HOB, IIPY 3TOM TepeMeIleHHe HOon-
JIEP’KUBAETCSl HEMPEPBIBHOK I04a-
yeil SHepruM H3BHE.

Loch ; Defektelektron
hueco

lacuna

gat

dziura

hal

ocherleitung
conduccion por huecos
conduzione per lacune
gatengeleiding
przewodzenie dziurowe
halledning

Elektronenleitung
conduccion por electrones
conduzione per elettroni
elektronengeleiding
przewodzenie elektronowe
elektronledning

Eigenleitung
conduccion intrinseca
conduzione intrinseca
intrinsieke geleiding
przewodzenie samoistne
egenledning ; I-ledning

Ionenleitung
conduccion ionica
conduzione ionica
ionengeleiding
przewodzenie jonowe
jonledning
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5210222
bande de conduction

Bande permise partiellement occu-
pée par des électrons libres de se
mouvoir sous linfluence d'un
champ électrique.

521-02-23
bande de valence

Bande permise occupée par les élec-
trons de valence

Notes 1. — Dans un cristal, la
bande de valence est
une bande pleine au
zéro kelvin.

2. — Un manque délec-
trons dans la bande de
valence donne nais-
sance & des trous dans
la bande de valence et
a des électrons de
conductions dans la
bande de conduction.

521-02-24
écart énergetique

Ecart entre le

et le niveau d’énergie le p
la bande de valence.

521-02-25

bande d’énergie
bande de Bloch

Ensemble pratiquement continu de
niveaux d’énergie dans une subs-
tance.

Full document details: IEC 60050-5211984
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conduction band

A permitted energy band partially
occupied by electrons that are free
to move under the influence of an
external electric field.

valence band

The permitted band occupied by the
valence electrons.

Notes 1. — The valence band in
an ideal crystal is com-
pletely occupied at the
temperature of zero
kelvin.

2. — Electrbn

gap between the Jower energy
boundary of the conduction band
and the upper energy boundary of
the valence band.

energy band
Bloch band

A virtually continuous set of energy
levels in a substance.

30HA NMPOBOAUMOCTH

CpobonHass 30H&, YaCTUYHO 3aHs-
Tass 3JEKTPOHAMH, KOTOPBIE CBO-
BOOHO TIepPEeMEeLIAloTCsl oI AEHCT-
BHEM 3JIEKTPHYECKOIO MOJISL.

BaJICHTHas 30HA

OTCyTCTBHE
BAJICHTHOH 30HE

IIMPUHA 3aMpPEIeHHON 30HbI

WnrepBan Mexay HUKHHUM 3Hepre-
TUYeCKUM YPOBHEM 30HBI IIPOBOIM-
MOCTH M BEPXHUM IHEPreTUYECKUM
YPOBHEM BaJICHTHO} 30HBL

JHepreTHueckasi 30Ha
3oHa baoxa

Psin HenmpepbIBHBIX 3HEPTETUYECKUX
YPOBHEH B BELIECTBE.

50(521) © CEI 1984

Leitungsband

banda de conduccion
banda di conduzione
geleidingsband
pasmo przewodzenia
ledningsband

Valenzband

a de valencia
handg’di valenza
valentieband
pasmo walencyjne
valensband

Energieabstand ;
Energieliicke

separacion energética

salto energetico (di energia)

bandafstand

przerwa energetyczna

energigap

Energieband ; Bloch-Band
banda de energia ; banda
de Bloch
banda di energia (banda di
Bloch)
energieband ; Blochband
pasmo energetyczne ; pasmo
Blocha
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521-02-26

bande d’énergie
(dans un semiconducteur)

Ensemble des niveaux d’énergie des
électrons dans un semiconducteur,
limité par les valeurs minimale et
maximale des énergies.

521-02-27
bande partiellement occupée

Bande d’énergie dont tous les ni-
veaux ne sont pas occupés par deux
électrons de spins opposés.

521-02-28
bande d’excitation
Bande d’énergie ayant un ensemble

de niveaux d’énergie voisins /qui
correspondent 2 des états -@
d’excitation des électrons diyne

substance.

521-02-29
bande permise

Bande d’énergie dont chaque ni-
veau peut &tre occupé par des élec-
trons.

521-02-30
bande interdite

Bande d’énergie qui ne peut étre oc-
cupée par aucun électron.

Full document details: IEC 60050-5211984
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energy band
(in a semiconductor)

A range of energy levels of elec-
trons in a semiconductor, limited by
the minimum and maximum values
of the energies.

partially occupied band

An energy band not all the levels of
which correspond to the energy of
each of two electrons with opposite
spins.

permitted band

An energy band each level of which
may be occupied by electrons.

forbidden band

An energy band that cannot be oc-
cupied by electrons.

JHepreruyecKas 3oHa
(noNynpoBOJHUKA)

Pz sHepreTUUECKUX YPOBHEH 3J1eK-
TPOHOB B IOJIyTIPOBOJHHUKE, OTpa-
HUYCHHBI MHHUMAJIBHBIM U Mak-

CUMAJILHBIM 3HAYCHUSIMU 3HEPIUH.

oHa BO30Y:KIEHHS

DHepreTHyeckasl 30HA, MMEHOLIAs
06J1aCTh COCEIHMX YHEPTeTHYECKUX
ypOBHEH, COOTBETCTBYIOIIMX BO3-
MOXHBIM COCTOSIHHSIM  BO30YXe-
HUsL 9JIEKTPOHOB B BEILIECTBE.

paspelneHHasi 30HA

DHepreTuyeckast 30HA, KaXIbIHA
ypOBEHb KOTOpOit MOXeT ObITh
3aHAT 3JIEKTPOHAMH.

3anpeineHHas 30Ha

DHepreTuyeckasi 30Ha, kKOTopas He
MOXET OBITH 3aHATA IEKTPOHAMHU.

Energieband (in einem
Halbileiter)

banda de energia (en un
semiconductor)

banda di energia (in un
semiconduttore)

energieband (in een
halfgeleider)

pasmo energetyczne (w
potprzewodniku)

energiband (i en halvledare)

ilweise besetztes Band

nda parcialmente ocupada
banda parzialmente occupata
gedeeltelijk bezette band
pasmo zapelnione czgSciowo
delvis besatt band

Anregungsband
banda de excitacion
banda di eccitazione
excitatieband
pasmo pobudzenia
excitationsband

erlaubtes Band
banda permitida
banda permessa
toegestane band
pasmo dozwolone
tillatet band

verbotenes Band
banda reservada
banda proibita
verboden band
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521-02-31
isolant

Substance dans laquelle la bande de
valence est une bande pleine sépa-
rée de la premiére bande d’excita-
tion par une bande interdite d’une
largeur telle que, pour faire passer
dans la bande de conduction des
électrons de la bande de valence, il
faut une énergie assez grande pour
entrainer une décharge disruptive.

521-02-32
bande pleine

Bande permise dans laquelle, a la
température de zéro kelvin, tous les
niveaux d’énergie sont occupés par
des électrons.

521-02-33
bande vide

Bande permise dans laquelle, a la
température de zéro kelvin, gucun

niveau d’énergie n’est occupé par
des électrons.

521-02-34
bande de surface

Bande d’énergie permise constituée
par les niveaux de surface d’un cris-
tal.

521-02-35
niveau local

Niveau situé dans une bande inter-
dite et dii a une imperfection du ré-
seau cristallin, dans le cas d’une fai-
ble concentration de défauts.

Full document details: IEC 60050-5211984
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insulant

A substance in which the valence
band is a filled band separated from
the first excitation band by a forbid-
den band of such width that the en-
ergy needed to excite electrons from
the valence band to the conduction
band is so large as to disrupt the
substance.

filled band

A permitted band in which, at a
temperature of zero kelvin, all the
energy levels are occupied by elec-
trons.

surface band

A permitted band formed by the
surface levels of a crystal.

local level

An energy level in a forbidden band
caused by a lattice imperfection in
the case of a low concentration of
defects.

H30J5TOP

BeuiecTBO, B KOTOPOM BaJIEHTHAss
30HA 3amOJHEHA U OTAeNeHa OT
nepBoit 30HbI BO30YKACHUS 3aIIpe-
LIIEHHON 30HOW TakoW IIMPUHEI,
npu KOTOpPOi 3Heprusi, HeobXomu-
Mast U1 IepeMeLIeHNs 3JIEKTPOHOB
13 BaJIEHTHON 30HBLI B 30HY IIPOBO-
JIMMOCTH, CTOJIb BEJINKA, YTO paspy-
IUKAT BELLECTBO.

3an0/THCHHASY 30Ha

cBo0oAHAA 30Ha

PaspeitieHHas - BHEpreTHYecKas 30-
Ha, B KOTOPOH INpH TemIepaType
HoJb Tpanycos KenpBUHA HH OOMH
JHEpreTHveckuil ypoBeHb HE 3aHAT
3JIEKTPOHAMH.

NOBEPXHOCTHAA 30HA

PaspeliieHHas 30Ha, oOpa3oBaHHas
MMOBEPXHOCTHBIMH YPOBHSIMU KPHC-
TaJa.

JNOKAJbHBI YPOBEHB

DHepreTHYECKH#l YPOBEHb, pPacmo-
JIOKEHHBIH B 3aIpEIleHHON 30HE U
0o0yCloBJIeHHBIH  fedekToM  pe-
IETKA MPY Maiofl KOHIeHTpaLuu
nedexTos.

50(521) © CEI 1984

Isolator
aislante
isolante
isolator
nieprzewodnik ; izolator
isolator

banda piena

volle band

pasmo zapeinione
fyllt band

leeres Band
banda vacia
banda vuota
lege band
pasmo puste
tomt band

Oberflichenband
banda de superficie
banda di superficie
oppervlakteband
pasmo powierzchniowe
ytband

ortliches (lokales) Nivean
banda de impurezas
banda di impurezza
plaatselijk niveau

poziom lokalny
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521-02-36
niveau d’impureté

Niveau local di 4 une impureté.

521-02-37
bande d’impureté

Bande d’énergie constituée par ’en-
semble des niveaux d’impureté d’'un
type donné et située en totalité, ou
en partie, dans une bande interdite.

521-02-38
donneur

Imperfection d’un réseau cristallin
qui, lorsqu’elle est dominante, a
pour conséquence la conduction
par électrons, par suite de la libéra-
tion d’électrons. '

521-02-39
accepteur

Imperfection d’un résea

par trous par suite
d’électrons.

521-02-40

niveau donneur

intermédiaire
voisin de la bande de conduction
dans un semiconducteur extrinsé-
que.

Niveau d’impureté

Note.— Le niveau donneur est
plein 4 la température du
zéro kelvin; a toute autre
température, il peut four-
nir des électrons a la
bande de conduction. Les
niveaux donneurs peu-
vent former des bandes
d’impureté étroites.

Full document details: IEC 60050-5211984
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impurity level

A local level due to the impurity.

impurity band

An energy band formed by the
combination of impurity levels of
one type and entirely or partially
located in the forbidden band.

donor

donor level

An intermediate impurity
close to the conduction band in an
extrinsic semiconductor.

Note. — The donor level is filled at
the temperature of zero
kelvin; at any other tem-
perature it can supply
electrons to the conduc-
tion band. The donor
levels can form narrow
impurity bands.

level

NpUMeCHbLIA YpPOBEHD

JIoKaTbHBEIA YPOBEHb, O0YCIOBIIEH-
HbIA IIPUMECHIO.

NpHMECHAA 30Ha

DHepreTudeckasl 30Ha, OQpEa3oBaH-
Hasi COBOKYIIHOCTBIO
YpOBHEl OIHOIO T¥

pe-

aAKHeNTop

Hedexr  XpHCTATMH4ECKOH - pe-
IIETKH, KOTOPbIH, €CIIU OH SABJISIETCS
npeobnafaromuM, 06yClIoBINBACT
OBIPOYHYIO — MPOBOAHUMOCTH B
pe3yIbTaTe 3aXBaTa 3JIEKTPOHOB.

JIOHOPHDII YPOBEHB

[MpoMexXyTOUHbIN TPUMECHBIA YPO-
BeHb BOJIM3U 30HBI NPOBOJHUMOCTH
MPUMECHOTO MOJIYIIPOBOIHHKA.

Ilpuviedanne. — JIOHOPHBIA ypoO-
BEHb 3aI0JIHAETCS [IPU TeMIlepa-
Type HOJb rpaxycos KenbsuHa;
Opy JHOOBIX APYTUX TEMIEpaTy-
pax OH MOXEeT OTIaBaTb 3JIeK-
TpOHBI B 30HYy MPOBOTHMOCTH.
JIOHOpHBIE YPOBHH MOTYT obpa-
30BBIBATH  y3KHE  IIPUMECHBIE
30HBIL.

Stor(stellen)niveau
nivel local

livello locale
verontreinigingsniveau
poziom domieszkowy
storimnesniva

Storstellenband
nivel de impurezas
ivello di impurezza
verontreinigingsband

Donator
donador
donatore
donor
donor
donator

Akzeptor
aceptador
accettore
acceptor
akceptor
acceptor

Donatorniveau
nivel donador
livello del donatore
donorniveau
poziom donorowy
donatorniva
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521-02-41
niveau accepteur

Niveau d’impureté intermédiaire
voisin de la bande de valence, dans
un semiconducteur extrinséque.

Note.— Le niveau accepteur est
vide 4 la température de
zéro kelvin; & toute autre
température, il peut rece-
voir des électrons prove-
nant de la bande de va-
lence. Les niveaux accep-
teurs peuvent former des
bandes d’impureté étroi-
tes.

521-02-42
niveau de surface

Niveau local di a la présence d’une
impureté ou d’une autre imperfec-
tion & la surface du cristal.

521-0243
énergie d’ionisation d’un donneur

Energie minimale a fournir a un
électron situé au niveau donneur
pour le transférer a la bande de
conduction.

521-02-44
énergie d’ionisation d’un accepte

Energie minimale a fournir a un
électron de la bande de valence
pour le transférer au niveau accep-
teur.

521-02-45
cristal idéal

Cristal & structure parfaitement pé-
riodique, qui ne contient donc ni
impuretés ni autres imperfections.

" Full document details: IEC 60050-5211984
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acceptor level

An intermediate impurity level
close to the valence band in an ex-
trinsic semiconductor.

Note. — The acceptor level is
empty at the temperature
of zero kelvin; at any
other temperature it can
receive electrons from the
valence band. The accep-
tor levels can form nar-
row impurity bands.

surface level

A local level caused by the presence
of an impurity or other imperfec-
tion at the surface of the crystal.

ionizing energy of acceptor

The minimum energy to be applied
to a valence band electron in order
to transfer it to the acceptor level.

ideal crystal

A crystal which is perfectly periodic
in structure, and accordingly con-
tains no impurities or other imper-
fections.

aKueﬂTOprlﬁ YpoBens

[IpomexyTO4YHBIH TPHMMECHBIH YPO-
BeHb BOJIM3Y BAJICHTHOH 30HBI NMPH-
MECHOTO IOJIYITPOBOIHHUKA.

Ilpuvedanre. —  AXUENTOPHbLIA

ypOBEHb IIYCT IpU TeMIepaType
HoJb rpanycoB KenbBuna; mpu
robbIX  OpYIMX TeMiepaTrypax
OH MOKET IOJy4YaTh. J1EKTPOHEI
U3 BAJIEHTHOH 30HBL. AKLENTOp-
Hble YPOBHM MOI'YT OOpPa30OBbl-
BaTh y3KHE NPUMECHbBIE 30HBIL

AHEPrufd MOHU3AMU JOHOpa

MunuMaibHas SHEPrusi, KOTOPYIO
HYXKHO COODLIUTHL 3JIEKTPOHY, Ha-
XOmsILLIeMYyCsl Ha TOHOPHOM YPOBHE,
9T00b! HEPEMECTUTH €ro B 30HY
HPOBOIUMOCTH.

JHEPrus HOHM3ALNHK aKHenTepa

MuHuMalbHasT SHEPIHs, KOTOPYIO
HYXKHO COOOLIMTB 3JIEKTPOHY Ba-
JICHTHOH 30HBI, 4YTOOBI IEpeMec-
THUTh €r0 HaA AaKIENTOPHBIA YpO-
BEHb.

HAeaNbHbI KPUCTAILT

Kpucrann, koTopsiii uMeer cosep-
LIEHHYIO [EPUOIUUYECKYI0 CTPYK-
TYpPY Y He COAEPXKHUT NpUMece win
Jpyrux nedexrTos.

50(521) © CEI 1984

Akzeptornivean
nivel aceptador
livello defl’accettore
acceptorniveau
poziom akceptorowy
acceptorniva

Oberflachenniveau
nivel de superficie
livello di superficie
oppervlakteniveau
poziom powierzchniowy
ytniva

Donator-Ionisierungsenergie

energia de ionizacion de un
donador

energia di ionizzazione di un
donatore

ionisatie-energie van een
donor

energia jonizacji donora

joniseringsenergi for donator

Akzeptor-Ionisierungsenergie

energia de ionizacion de un
aceptador

energia di ionizzazione di un
accettore

ionisatie-energie van een
acceptor

energia jonizacji akceptora

joniseringsenergi for acceptor

Idealkristall
cristal ideal
cristallo ideale
perfect kristal
ztal idealny
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521-02-46
composition stechiométrique

Composition chimique d’un corps
dans lequel les éléments chimiques
existent dans les proportions pré-
cises représentées par sa formule
chimique.

521-02-47
imperfection (d’un réseau cristallin)

Ecart de structure par rapport a
celle d’un cristal idéal.

521-02-48
conductivité intrinséque

Conductivité d’'un semiconducteur
intrinseque.

9,

521-0249
conductivité de type N

Conductivité dans un semiconduc?
teur due au mouvement des élec-
trons d’un donneur.

521-02-50
conductivité de type P

Conductivité dans un semiconduc-
teur due au mouvement des trous
d’un accepteur.

Full document details: IEC 60050-5211984
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stochiometric composition

The chemical composition of a
compound in which the elements
exist in the precise proportions re-
presented by its chemical formula.

imperfection (of a crystal lattice)

A deviation in structure from that
of an ideal crystal.

N-type conductivity

Conductivity caused by a flow of
electrons from a donor.

P-type conductivity

Conductivity caused by a flow of
holes from an acceptor.

crexuomerpwiemnﬂ cocTan

XUMHUECKUH COCTAB COeJUHEHUS, B
KOTOPOM 3JIEMEHTBl HAXOHATCHd B
TOYHOI NPONOPLUMH B COOTBETCT-
BHH C €ro XuMu4eckoit Gopmysioi.

pelLeTKe)

OTkI0HEHUS

CTPYKTYPBI
Tamna.

coOCTBEHHASA )JIEKTPONPOBOAHOCTL

JICKTpUUECKas TNIpOBOAUMOCTH
COGCTBEHHOIO MOJIYIIPOBOAHHKA.

3JIEKTPONPOBOAHOCTE N-THNa

DnekTpuueckas IPOBOAUMOCTb I10-
JIyIIPOBOZAHHKKA, OOYC/TOBJICHHAS I1e-
peMelLeHreM 3JIEKTPOHOB OT 10-
HOpa.

JEKTPONPOBOIHOCTL P-THNa

DnexTpuiecKas [IPOBOTUMOCTb,
obycrioBiieHHas repeMeIeHueM
ZILIPOK OT AKLENTOopa.

stochiometrische
Zusammensetzung

composicion estequiomeétrica

composizione stechiometrica

stoechiometrische
samenstelling

sklad stechiometryczny

stokiometrisk
sammansittning

elle (eines

allgitters)
impeypfeccion (de un soélido
cristalino)

perfezione (di un lattice di
cristallo)

imperfectie

defekt (sieci krystalicznej)
storning (i ett kristallgitter)

Eigenleitfahigkeit
conductividad intrinseca
conduttivita intrinseca
intrinsieke conductiviteit ;
intrinsieke soortelijke
geleiding
przewodnictwo samoistne
egenkonduktivitet

N-Leitfahigkeit
conductividad tipo N
conduttivita di tipo N
elektronenconductiviteit ;
soortelijke
elektronengeleiding
przewodnictwo typu N
elektronkonduktivitet

P-Leitfihigkeit
conductividad tipo P
conduttivita di tipo P
gatenconductiviteit ;
soortelijke gatengeleiding
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521-02-51
porteur de charge

Dans un semiconducteur, électron
de conduction libre, ou trou ou ion.

521-02-52
porteur majoritaire

Porteur de charge d’un type consti-
tuant plus de la moitié de la concen-
tration totale des porteurs de
charge.

521-02-53
porteur minoritaire

Porteur de charge d’un type consti-
tuant moins de la moitié de la
concentration totale des porteurs de

charge.

521-02-54

porteur en exces

par les conditions d’&
modynamique.

521-02-55

modulation de la conductivite
(d’un semiconducteur)

Variation de la conductivité due a
I'injection de porteurs en exceés ou a
I’extraction de porteurs.
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charge carrier

In a semiconductor, a free conduc-
tion electron, or a hole, or an ion.

majority carrier

A charge carrier of a type that con-
stitutes more than half of the total
free charge carrier concentration.

minority carrier

A charge carrier offa type that cog-

onduction electron or hole in
ess of the number determined by
méans of the thermodynamic equi-
librium.

conductivity modulation
(of a semiconductor)

The variation of the conductivity as
a result of the injection of excess
carriers or the removal of carriers.

HOCHTEIL 3apsiia

CBODOOIHBIM
W

B mosynpoBOAHMNKE
3NEKTPOH  IPOBOAUMOCTH
JBbIpKa, JIH HOH.

OCHOBHO# HOCHTE/Ib

OCHTEC/Ib

dTCJb 3apsiaa Takoro Tumna, Ko-

HepaBHOBeCHblﬁ HOCHTENDL

DEKTPOHBl WM ABIPKH NPOBOIU-
MOCTH, HAXOIAILHECs B HM30LITOY-
HOM KOJIMYECTBE II0 CPaBHEHMIO C
HHCJIOM HOCUTENEH, ONpeneIsseMbIX
YCIOBUAMH  TEPMOTHHAMUYIECKOTO
paBHOBECHSL.

MOAYJIALNA JIEKTPHYECKOil
NPOBOAMMOCTH
(mosTyrpoBOAHUKA)

M3MeHEeHHe TPOBOAUMOCTH BCJIEA-
CTBYE HHXKEKIUH M3OBLITOYHBIX HO-
CUTEJIEN WJIU UX UIBATHUS.
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Ladungstriiger
portador de carga
portatore di carica
ladingdrager
noénik fadunku
laddningsbarare

Majoritiitstriger

portador mayoritario

atore maggioritario
eerderheidsladingdrager
nostik wigkszosciowy
ajoritets(laddnings)biirare

Minorititstriager

portador minoritario
portatore minoritario
minderheidsladingdrager
noé$nik mniejszosciowy
minoritets(laddnings)bérare

Uberschuss(ladungs)triger
portador en exceso

portatore in eccesso
overtollige ladingdrager
nosnik nadmiarowy
overskotts(laddnings)biirare

Leitfahigkeitsmodulation

modulacion de la
conductividad (de un
semiconductor)

medulazione della
conduttivita (di un
semiconduttore)

conductiviteitsmodulatie (van
een halfgeleider)

mdau%ga' ﬂrzewodnicma
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521-02-56

vitesse de recombinaison en surface

Vitesse a laquelle les électrons et les
trous devraient diffuser vers la sur-
face d’'un semiconducteur pour ob-
tenir le taux de recombinaison
conduisant a leur disparition en sur-
face.

Note. — La vitesse de recombinai-
son en surface est égale
au quotient:

a) du nombre de recom-
binaisons qui ont lieu
a la surface par unités
de temps et de sur-
face;

b) par la concentration
en porteurs minori-
taires en excés immé-
diatement sous la sur-
face.

521-02-57

durée de vie dans le matériaun
(des porteurs minoritaires)

Intervalle de temps pendant lequel
une densité donnée de porteurs mi-
noritaires en excés dans la masse
d’un semiconducteur homogeéne dé-
croit par recombinaison jusqu’a at-
teindre 1/e de sa valeur d’origine.

521-02-58

dule de la vitesse moyenne d’un
porteur de charge dans la direction
d’un champ électrique par le mo-
dule de ce champ.

521-02-59
diffusion (dans un semiconducteur)

Mouvement de particules di seule-
ment 4 un gradient de concentra-
tion.
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surface recombination velocity

The velocity with which minority
carriers would have to drift to the
surface of the semiconducteur in or-
der to account for the rate at which
they tend to combine there and are
thus lost.

Note.— The surface recombina-
tion velocity is equal to
the quotient of:

a) the number of recom-
binations taking place
at the surface per unit
time and area;

b) by the excess minority
carrier concentration
directly below the sur-
face.

ift) mobility (of a charge carrier)

A quantity equal to the quotient of
the modulus of the mean velocity
of a charge carrier in the direction
of an electric field by the modulus
of the field strength.

diffusion (in a semiconductor)

The movement of particles caused
only by a concentration gradient.

CKOPOCTb MOBEPXHOCTHOH
peKoMOMHAIHH

CKOpOCTh, ¢ KOTOPOH HEOCHOBHBIE
HOCHUTEJIA JOJUKHBI ObLIM ObI Open-
¢$oBaTh K IIOBEPXOCTH MOIYIPOBOI-
HHUKa, 4TOObl 0OECHeYMThL Ty CKO-
pOCTh PEeKOMOMHAINH, KOTOPas Be-
ZIET K MX HCYE3HOBEHUIO.

IHpuveqanne. — CKOpOCTh  NO-
BEPXHOCTHOH’ pekoMOUHALIUMH
paBHa YaCTHOMY OT J€JIEHMS !

a) vucia pekoMOUHALMMA, UMElo-
KX MECTO Ha eIuHMUy

Nei'B obbeMe OTHOPOIHOrO IOJy-
APOBOIHUKA YMEHBILIAETCS] IIyTeM
PEKOMOMHALMKM O BEeJIHYMHBI Ye
CBOErO HAYaJIBHOTO 3HAUEHUSL.

apeiionas NoABMKHOCTD
(HocuTens 3apsiia)

BenmvuHa, paBHasi 4aCTHOMY OT J€-
JIeHUst MOZLYJA CpeIHel CKOpOCTH
HOCHTENISl 3apsiia B HalpaBlIeHUU
SNIEKTPUYECKOro IOTi HA MOMIYJIb
CHITBI 9TOTO IOJIA.

audysusa (B MOJYyNPOBOAHMKE)

JBuxKeHue 4acTHLl, 00yCIOBIEHHOE
TOJILKO TPaIfeHTOM UX KOHLEHTPA-
IHH.

Oberflichen-Rekombina-
tionsgeschwindigkeit

velocidad de recombinacion
en superficie

velocita di ricombinazione in
superficie

oppervlakterecombinatiesnel-
heid

predkosc rekombinacji
powierzchniowej

ytrekombineringshastighet

Volumenlebensdauer (von
Minoritéitstragern)

vida media en el material (de
portadores minoritarios)

durata di vita nel materiale
(di un portatore
minoritario)

levensduur in het inwendige
van een kristal (van
minderheidsladingdra-
gers)

czas zycia objetoSciowy
(nosnika
mniejszo$ciowego)

volymlivslingd

Driftbeweglichkeit (eines
Ladungstragers)

movilidad (de un portador de
carga)

mobilita (di un portatore di
carica)

driftbeweeglijkheid (van een
ladingdrager)

ruchliwos¢ (no$nika
tadunku)

driftrorlighet

Diffusion (in einem
Haibleiter)

difusion (en un
semiconductor)

diffusione (in un
semiconduttore)

diffusie (in een halfgeleider)
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521-02-60

largeur de diffusion
(des porteurs minoritaires)

Distance pour laquelle la densité
des porteurs minoritaires décroit,
pendant leur diffusion dans un se-
miconducteur homogéne jusqu’a at-
teindre 1/e de la densité d’origine.

521-02-61

constante de diffusion
(des porteurs de charge)

Quotient de la densité du courant
de diffusion par le gradient de la
concentration de porteurs de
charge.

521-02-62

accumulation de porteurs de charge
(dans un semiconducteur)

Augmentation locale de la concen-
tration des porteurs de charge par

rapport a celle qui existerait 31§tat
d’équilibre pour une polafi p
nulle.

521-02-63

piége

Imperfection ou impureté dans un
réseau cristallin dont le niveau
d’énergie est situé dans la bande in-
terdite du semiconducteur et qui
agit comme centre pour la capture

et la recombinaison des électrons et
des trous.

521-02-04
limite PN

Interface dans la région de transi-
tion entre les matériaux de type P et
de type N, pour laquelle les concen-
trations en donneurs et en accep-
teurs sont égales.
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diffusion length
(of minority carriers)

The distance in which the density of
minority carriers decays to the frac-
tion 1/e of the original density, dur-
ing their diffusion in a homogen-
eous semiconductor.

diffusion constant
(of charge carriers)

The quotient of diffusion current
density by the charge carrier con-
centration gradient.

trap

A crystal lattice imperfection or im-
purity whose energy level is situated
in the forbidden band of the semi-
conductor and which acts as a cen-
tre for the capture or recombination
of electrons and holes.

PN boundary

An interface in the transition region
between P-type and N-type material
at which the donor and acceptor
concentrations are equal.

50(521) © CEI 1984

Diffusionslinge (von
Minoritétstragern)

longitud de difusion (de
portadores minoritarios)

profondita di diffusione (di
un portatore minoritario)

auddysnaa  aamMHa  (HEOCHOBHBIX
HOCHTEJIEN)

Paccrosinue, Ha KOTOPOM KOHILIEH~
Tpanusi HEOCHOBHBIX HOCUTEJEH
YMEHBIIACTCS IO BCIUYHUHBI Ve na-

4a/bHOTO  3HAYCHMS BO BPEMH  giffusjelengte (van
mapdysny B OJHOPOAHOM IOJIY- minderheidsladingdra-
[POBOJIHHKE. gers)
dlugose dyfuzji (noénikow
mniejszosciowych)
diffusionsviiglingd

ko3¢ duuuent auddy
(socuTeneit 3apsiga)

portadores de carga)

costante di diffusione (di un
portatore di carica)

diffusieconstante (van
ladingdragers)

stala dyfuzji (no$nikow
tadunku)

diffusionskonstant

akonJeHue 3apana (B INOJIyIpo-
BOHHUKE)

Ladungstrigerspeicherung (in
einem Halbleiter)

acumulacion de portadores de
carga (en un
semiconductor)

accumulo di portatori di
carica (in un
semiconduttore)

opslag van ladingdragers (in
een halfgeleider)

akumulacja nosnikow
tadunku (w
potprzewodniku)

laddningsbararlagring

JlokanpHOe NOBBILICHHE KOHIEH-
Tpaluu HocuTelel 3apsina OTHOCH-
TEJIbHO DABHOBECHOW KOHLEHTPA-
MK, CYILECTBYIOIIEH [IpY HYJIEBOM
CMELLIEHUH.

(Storstellen-) Haftstelle
trampa
trappola

JIOBYIIKA

JedekT uin npuMech B KPUCTAJLIH-
4ecKkoil pelIeTKe, IHEPreTHyecKuil
YPOBEHb KOTOPO#l PpACMOJIOKEH B
3AMpPEIeHHO 30He MONYIPOBOI-
HHKA M BBITOJIHAET (GYHKUMH 3aX-
BATa MK PEKOMOUHALIMH DJIEKTPO-
HOB H JBIPOK.

pulapka (domieszkowa)
(storimnes)filla

rpaunna P-N nepexona PN-Grenzfliche

limite PN
IMoBepXHOCTDL pasfena B 30HE NEPe-  |imite PN
x01a Mexay matepuaiavu P- u N- PN-grenslaag
TUNA, Ha KOTOPOH KOHUEHTPAUNH  gporar PN

JOHOPOB ¥ AKLIENITOPOB PaBHLIL.
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521-02-65
région de transition

Région comprise entre deux ré-
gions semiconductrices homogénes
dans laquelle les propriétés électri-
ques changent.

Note.— Les deux régions homo-
génes n’appartiennent pas
nécessairement au méme
matériau semiconducteur.

521-02-66

zone de transition de la
concentration des impuretés

Zone dans laquelle la concentration
d’impuretés passe d'une valeur a
une autre.

521-02-67
région neutre

Région dans laquelle il y a pratique-
ment neutralité  électrique, les
charges négatives des électrons et
des atomes accepteurs ionisé: i
librant les charges positives\ dg
trous et des atomes donneurs ionj
sés.

521-02-68

barriére de potentie

électriques différentes, due a la dif
fusion des porteurs de charge pro-
venant de chacune des parties et a
la créaction d’une charge d’espace.

521-02-69

barriére de potentiel
(d’une jonction PN)

Barriére de potentiel existant entre
deux points situés respectivement
dans la région neutre du type P et
dans la région neutre du type N.
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transition region

A region between two homogen-
eous semiconducting regions, in

which the electric  properties
change.
Note. — The two homogeneous re-

gions are not necessarily
of the same semiconduc-
tor material.

impurity concentration
transition zone

A zone in which the impurity con-
centration changes from one value
to another.

potential barrier

potential difference between
two substances in contact or be-
tween two homogeneous regions
having different electrical proper-
ties, due to the diffusion of charge
carriers from each part and the
creation of a space charge region.

potential barrier
(of a PN junction)

A potential barrier between two
points respectively located in the P-
type neutral region and the N-type
neutral region.

00aacTh nepexona

O6macte Mexay OBYMS OIHODPOI-
HBIMH IIOJIYIIPOBOJHUKOBBIMU 0O-
acTSMH, B KOTOPOH H3MEHSFOTCS
3JIEKTPUYECKUE CBONCTBA.

THpumedanne. — JIBe OTHOPOIHbIE
HOJIyIPOBOAHUKOBBIE  OONACTH
Heobs13aTebHO JOIKHBI OBITL U3
OIHOTO M TOro Xe IMOJMYIpPOBOI-
HUKOBOIO Marepuaja.

npuMeceii

30Ha, B KOTOpPOM
npuMeceil NepexQIn
3HAYEHUS K AP y

ieiiTpanbHasA 30HA

DNeKTPUYECKM HEHTpasibHAs 30HA,
B KOTOPO# OTPHLATEIILHEIE 3aPSIbI
JMEKTPOHOB ¥ HOHU3HUPOBAHHBIX
aTOMOB AKLENTOPOB YPaBHOBELIHM-
BAIOT MOJIOKUTENbHBIE 3apsiibl Obl-
POK W HOHH3MPOBAHHBIX ATOMOB
LOHOPOB.

HOTEeHUMAIbHbI Dapbep

PazHOCT, IOTCHLHANIOB  MEXIY
IBYMsi COCEJHUMH  BELECTBAMH
WX ONHOPOJTHBIME 00JacTAMM €
Pa3IMYHBIMH 3JIEKTPUIECKUMHU
cBoiicTBaME, oOycrnopneHHas aud-
¢y3uell HocHTENER 3apsiga OT Kax-
no# u3 obnacreit U cozaHUEM 30-
Hbl IPOCTPAHCTBEHHOTO 3aps/a.

NOTeHNHAIbHBII Gaphep
(P-N nepexozna)

IlorennuansHelit Oapbep MEXIY
IBYMsl TOYKAMH, PaCHOJIOKEHHBIMU
COOTBETCTBEHHO B HeliTpanbHOR
3oHe P-THma u B HefiTpalbHOH 30HE
N-tuna.

Ubergangszone
region de transicion
regione di transizione
overgangsgebied
obszar przejscia
dvergingsomrade

Ubergangszone der

concentrazione di

impurezze

overgangszone in de
verontreinigingsconcentra-
tie

obszar zmiany koncentracji
domieszek

overgangszon for
storimneskoncentration

neutrale Zone
region neutra
regione neutra
neutraal gebied
obszar neutralny
neutralt omrade

Potentialschwelle ;
Potentialwall
barrera de potencial
barriera di potenziale
potentiaalbarriére
bariera potencjalu
potentialbarriir

Potentialschwelle (eines
PN-Ubergangs)

barrera de potencial (de una
unioén PN)

barriera di potenziale (di una
giunzione PN)

potentiaalbarriére (van een
PN-junctie)

bariera potencjalu (ztacza
PN)

potentialbarriir (i

ents
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